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(57)【要約】
【課題】補助配線を設けることによって均一な発光を可
能とする発光装置を提供する。また、補助配線によって
生じる段差に起因した、電極間もしくは電極と補助配線
間での短絡が発生しにくい発光装置を提供する。さらに
、短絡を防ぐことで信頼性の高い発光装置を提供する。
【解決手段】補助配線を有するＥＬ発光装置において、
補助配線によって生じる段差部分を絶縁物で覆うことで
、補助配線によって生じる段差に起因した電極間、もし
くは電極と補助配線間での短絡を防止し、上記課題を解
決する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
絶縁表面に形成された補助配線と、
前記補助配線を覆って前記絶縁表面に形成された第１の電極と、
前記第１の電極上に形成され前記補助配線によって生じる段差部を覆うように選択的に形
成された絶縁物と、
前記第１の電極と前記絶縁物を覆うエレクトロルミネセンス層と、前記エレクトロルミネ
センス層上に形成された第２の電極を有する発光装置。
【請求項２】
請求項１において、前記第１の電極は導電性高分子からなることを特徴とする発光装置。
【請求項３】
請求項１において、前記第１の電極の厚さが１０ｎｍ以下であることを特徴とする発光装
置。
【請求項４】
絶縁表面に形成された第１の電極と、
前記第１の電極上に形成された補助配線と、
前記補助配線によって生じる段差を覆うように選択的に形成された絶縁物と、
前記補助配線と前記第１の電極と前記絶縁物を覆うエレクトロルミネセンス層と、
前記エレクトロルミネセンス層上に形成された第２の電極を有する発光装置。
【請求項５】
請求項１乃至請求項４において、前記絶縁物は、前記補助配線によって生じる段差の上面
と側面を覆っていることを特徴とする発光装置。
【請求項６】
請求項１乃至請求項５において、前記絶縁物は樹脂を含むことを特徴とする発光装置。
【請求項７】
請求項１乃至請求項６のいずれか一項に記載の発光装置を有する照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、エレクトロルミネセンスにより発光する発光装置又は照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、発光性の有機化合物や無機化合物を発光物質として用いた発光素子の開発が盛んで
ある。特に、エレクトロルミネセンス（ＥＬ：Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃ
ｅ）素子と呼ばれる発光素子は、電極間に発光物質を含む発光層を設けた単純な構造であ
り、薄型軽量化でき、入力信号に高速に応答でき、直流低電圧駆動が可能である等の特性
を有する。
【０００３】
その応用としては、主としてディスプレイと照明が期待されている。照明への応用を考え
た場合、従来の照明器具である白熱球は点光源であり、蛍光灯は線状の光源である。これ
に対し、発光素子は面状に発光を与えることができるため、例えばシート状の照明など、
従来にない形状を持つ照明装置を作製することが可能と考えられる。また、面光源である
ことにより、より自然光に近い照明を簡便に得ることが可能となる。
【０００４】
ＥＬ発光を利用した発光素子（以下、ＥＬ発光素子と記載する）には、発光層に含まれる
物質に応じて、一重項励起状態から基底状態に戻る際の発光（蛍光）を利用するものと三
重項励起状態から基底状態に戻る際の発光（燐光）を利用するものがある。ＥＬ発光素子
内で生成する一重項励起状態の励起子生成確率は全励起子の２５％に過ぎないため、投入
電力を有効に活用するため、三重項励起状態を利用できる発光物質の検討が盛んに行われ
ている。
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【０００５】
また、電力効率を向上させる方法のひとつとして、ＥＬ発光素子の駆動電圧を低電圧化す
ることが検討されている。同じ電流量を投入した場合、低い電圧で投入されたほうが消費
する電力量が少なくてすむ為である。しかし、低い電圧で駆動可能なＥＬ発光素子は一般
的に、わずかな駆動電圧の変化によって大きく輝度が変化する。
【０００６】
照明として使用するために十分な量の光束をＥＬ発光素子から得る為には、ＥＬ発光素子
の発光面積を広くする方法が簡便であるが、発光面積を広くした場合、透明薄膜電極の電
圧降下の影響によって発光面内で発生する輝度ムラが懸念される。特に、低い電圧で駆動
可能なＥＬ発光素子はその影響を強く受けるため対策が必要である。
【０００７】
この対策としては、透明電極上に低抵抗な補助配線を形成した構造が報告されている（特
許文献１参照）。この方法では、透明電極の上に低抵抗な補助配線を形成し、補助配線の
上にのみ無機絶縁層を形成することによって発光素子面内での均一な発光と補助配線上の
無効電力の削減を実現している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平１１－９７１８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
ところが、特許文献１に開示された発光装置は無機絶縁層を補助配線の上面にのみ作製し
、補助配線上に無機絶縁層とＥＬ層を介して陰極を有している。そのため、補助配線およ
び無機絶縁層の側面において生じる段差によって、補助配線とＥＬ発光素子の陰極との短
絡が発生しやすいという問題があった。
【００１０】
本発明は、このような技術的背景のもとでなされたものである。したがって、その目的は
、均一な発光を得ることができる発光装置を提供することを課題とする。また、当該補助
配線によって生じる段差に起因した電極間、もしくは電極と補助配線間の短絡が発生しに
くい発光装置を提供することを課題とする。また、短絡を防ぐことで信頼性の高い発光装
置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
上記目的を達成するために、本発明は、補助配線によって生じる段差に着眼し、絶縁性の
材料で覆う構成に想到した。
【００１２】
すなわち、本発明の一態様は、絶縁表面に形成された補助配線と、補助配線を覆って絶縁
表面に形成された第１の電極と、第１の電極上に、補助配線によって生じる段差を覆うよ
うに選択的に形成された絶縁物と、第１の電極と絶縁物を覆うエレクトロルミネセンス層
と、エレクトロルミネセンス層上に形成された第２の電極を有する発光装置である。
【００１３】
上記本発明の一態様によれば、補助配線によって第１の電極上に形成された段差を絶縁物
で覆うことで、短絡を防ぐことができる。これにより、信頼性の高い発光装置を提供する
ことができる。
【００１４】
なお、絶縁物は補助配線によって生じる段差の上面と側面を覆ってもよい。上面と側面の
両方を覆うことで、短絡を防ぐことができるほか、補助配線によって遮られてしまうため
取り出すことができない、補助配線の上面と第２の電極の間のエレクトロルミネセンス層
が発する発光に消費される電力を抑えた発光装置を提供することができる。
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【００１５】
また、上記構成において第１の電極は導電性高分子で形成されていてもよい。本発明の一
態様によれば、補助配線を設けているため、第１の電極は高抵抗であっても使用可能であ
る。これにより、生産性の高い発光装置を提供することができる。
【００１６】
また、上記構成において第１の電極の厚さが１０ｎｍ以下としてもよい。本発明の一態様
によれば、補助配線は第１の電極より先にパターン形成されており、第１の電極は補助配
線のエッチング工程の影響をうけないため、厚さを１０ｎｍ以下と非常に薄くすることが
できる。これにより、第１の電極による光の損失を低減することができるため、消費電力
の低い発光装置を提供することができる。
【００１７】
また、本発明の他の一態様は、絶縁表面に形成された第１の電極と、第１の電極上に形成
された補助配線と、補助配線によって生じる段差を覆うように選択的に形成された絶縁物
と、補助電極と第１の電極と絶縁物を覆うエレクトロルミネセンス層と、エレクトロルミ
ネセンス層上に形成された第２の電極を有する発光装置である。
【００１８】
上記本発明の一態様によれば、補助配線によって生じる段差を絶縁物で覆うことができ、
第２の電極と補助配線との短絡を防ぐことができる。これにより、信頼性の高い発光装置
を提供することができる。
【００１９】
なお、絶縁物は補助配線によって生じる段差の上面と側面を覆ってもよい。上面と側面の
両方を覆うことで、短絡を防ぐことができるほか、補助配線によって遮られてしまうため
取り出すことができない補助配線の上面での発光分の電力消費を抑えた発光装置を提供す
ることができる。
【００２０】
また、絶縁物は樹脂を含むことが好適である。樹脂を含む材料を用いることで、簡便に上
記構成の絶縁物を形成することが可能となる。
【００２１】
また、本発明の一態様は、上記発光装置を含むことを特徴とする照明装置である。
【００２２】
上記本発明の一態様によれば、大面積でも電圧降下が発生しにくく、信頼性の高い発光装
置を提供できる。また、当該発光装置を安価に製造することができる。そのため、本発明
を照明装置に用いることで、輝度ムラが発生しにくく、信頼性の高い照明装置を提供する
ことができる。また、そのような照明装置を安価に提供することができる。
【００２３】
なお、本明細書において、ＥＬ層とは発光素子の一対の電極間に設けられた層を示すもの
とする。従って、電極間に挟まれた発光物質である有機化合物を含む発光層はＥＬ層の一
態様である。
【００２４】
また、本明細書において、物質Ａを他の物質Ｂからなるマトリクス中に分散する場合、マ
トリクスを構成する物質Ｂをホスト材料と呼び、マトリクス中に分散される物質Ａをゲス
ト材料と呼ぶものとする。なお、物質Ａ並びに物質Ｂは、それぞれ単一の物質であっても
良いし、２種類以上の物質の混合物であっても良いものとする。
【００２５】
なお、本明細書中において、発光装置とは画像表示デバイス、発光デバイス、もしくは光
源（照明装置を含む）を指す。また、発光装置にコネクター、例えばＦＰＣ（Ｆｌｅｘｉ
ｂｌｅ　Ｐｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）もしくはＴＡＢ（Ｔａｐｅ　Ａｕｔｏｍａｔｅ
ｄ　Ｂｏｎｄｉｎｇ）テープもしくはＴＣＰ（Ｔａｐｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｐａｃｋａｇ
ｅ）が取り付けられたモジュール、ＴＡＢテープやＴＣＰの先にプリント配線板が設けら
れたモジュール、または発光素子が形成された基板にＣＯＧ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｇｌａｓ
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ｓ）方式によりＩＣ（集積回路）が直接実装されたモジュールも全て発光装置に含むもの
とする。
【発明の効果】
【００２６】
本発明によれば、均一な発光を得ることができる発光装置を提供できる。また、補助配線
によって生じる段差に起因した電極間、もしくは電極と当該補助配線間での短絡を防止し
た発光装置を提供できる。また、短絡を防止することで、均一な発光を得ることが可能で
あり、且つ信頼性の高い発光装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】発光装置を説明する上面図および断面図。
【図２】発光装置を説明する上面図および断面図。
【図３】実施の形態１の発光装置の段差に関して説明する図。
【図４】ＥＬ層に関する説明をする図。
【図５】ＥＬ層に関する説明をする図。
【図６】実施の形態１の発光装置に関して説明する図。
【図７】実施の形態２の発光装置に関して説明する図。
【図８】実施の形態２の発光装置に関して説明する図。
【図９】実施の形態３の発光装置に関して説明する図。
【図１０】照明装置に関して説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。但し、本発明は以下の説明に限定さ
れず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細を様々に変更し
得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本発明は以下に示す実施の形態の
記載内容に限定して解釈されるものではない。なお、以下に説明する発明の構成において
、同一部分又は同様な機能を有する部分には同一の符号を異なる図面間で共通して用い、
その繰り返しの説明は省略する。
【００２９】
（実施の形態１）
本実施の形態では、補助配線が第１の電極の下にあり、補助配線によって第１の電極に生
じる段差を絶縁物で覆った構成を適用した発光装置について図１（Ａ）乃至（Ｃ）を用い
て説明する。なお、本実施の形態では、絶縁表面を有する物の一態様として、絶縁表面を
有する基板を用いた例を示しているが、本発明はこれに限定されるものではない。
【００３０】
本実施の形態で説明する発光装置は、基板１００上に補助配線１０１を有し、基板１００
と補助配線１０１を覆う第１の電極１０２を有する。また、第１の電極１０２上で補助配
線１０１によって生じる段差を覆う絶縁物１０３を有する。さらに、第１の電極１０２と
絶縁物１０３を覆うＥＬ層１０４を有し、ＥＬ層１０４上に第２の電極１０５を有する。
なお、図１（Ａ）は基板１００、補助配線１０１、第１の電極１０２および絶縁物１０３
を有する構成の発光装置の上面図、図１（Ｂ）は図１（Ａ）のａ－ｂ間の断面図、図１（
Ｃ）は基板１００、補助配線１０１、第１の電極１０２、絶縁物１０３、ＥＬ層１０４お
よび第２の電極１０５を有する構成の発光装置の断面図を示している。
【００３１】
基板１００としては、透光性を有する基板を用いる。具体的には、ガラス、石英、プラス
チック、ポリエステル、ポリカーボネートまたはアクリル樹脂のような透光性を有する材
料を用いることができる。また、基板１００は可撓性を有していてもよい。可撓性基板と
は、折り曲げることができる（フレキシブル）基板のことであり、例えば、ポリカーボネ
ート、ポリアリレート、ポリエーテルスルフォンからなるプラスチック基板等が挙げられ
る。また、フィルム（ポリプロピレン、ポリエステル、ビニル、ポリフッ化ビニル、ポリ
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塩化ビニルなどからなる）、無機蒸着フィルムを用いることもできる。なお、支持体とし
て機能するものであれば、これら以外のものでもよい。また、基板の形状は正方形、長方
形、多角形、円形またはディスク形状（円盤形状）などを用いることができる。
【００３２】
基板１００上に補助配線１０１が形成される。補助配線１０１としては、抵抗率の低い材
料を用いることが好ましく、具体的にはアルミニウム、銅、銀等の材料を用いることがで
きる。また、アルミニウム合金（Ａｌ－Ｎｄ、Ａｌ－Ｔｉ等）や複数の金属の積層（Ｔｉ
＼Ａｌ＼Ｔｉ、Ａｌ－Ｔｉ＼Ｔｉ等）を用いると低抵抗と高温処理に対する耐性の両立が
可能である。その他、用途によってはチタン、タングステン、タンタル、モリブデンなど
比較的高抵抗な材料を補助配線として用いてもよい。補助配線の厚さ、幅、および設置間
隔は第１の電極による電圧降下に起因する、ＥＬ発光輝度のばらつきを考慮して決定され
る。具体的には、電圧降下によるＥＬ発光輝度のばらつきを１０％以内に抑えるように設
置することが望ましい。
【００３３】
続いて、基板１００および補助配線１０１上に第１の電極１０２が形成される。このとき
、第１の電極１０２は隣り合う補助配線間で分断されることなく連続して形成されている
。第１の電極１０２はＥＬ層からの光を透過することが可能な材料、厚さで形成する。
【００３４】
なお、本発明では、補助配線１０１を設けているため、第１の電極１０２が高抵抗であっ
ても使用可能である。つまり、高抵抗な部類に属する導電性高分子を第１の電極１０２と
して用いることができる。導電性高分子としては、いわゆるπ電子共役系導電性高分子を
用いることができる。例えばπ電子共役系導電性高分子として、ポリアニリン及びまたは
その誘導体、ポリピロール及びまたはその誘導体、ポリチオフェン及びまたはその誘導体
、またはアニリン、ピロール及びチオフェンの２種以上からなる共重合体またはその誘導
体などがあげられる。第１の電極１０２に導電性高分子を用いることで、スピンコートな
ど湿式法により簡便に第１の電極１０２を形成することができ、且つＥＬ層の正孔注入層
が不要となることから、生産性の高い発光装置を提供することができる。
【００３５】
また、本実施の形態の発光装置は、補助配線のパターン形成工程が第１の電極形成の前に
行われるため、第１の電極は補助配線のエッチング工程の影響を受けない。そのため、第
１の電極１０２を導電性高分子で形成しても、補助配線のパターン形成工程により導電性
高分子がダメージを受けなくて済む。また、第１の電極１０２を非常に薄くすることがで
きる。具体的には第１の電極１０２の膜厚を１０ｎｍ以下にすることができる。第１の電
極１０２を非常に薄くする場合は、あらかじめ補助配線の端部を図３に示すようなテーパ
ー形状にしておくことが望ましい。例えば７０度から８５度の傾斜を有するテーパー形状
にすることで、第１の電極の断線を防止することができる。第１の電極１０２を薄くする
ことによって第１の電極による光の損失を低減することができるため、消費電力の低い発
光装置を提供することができる。
【００３６】
次に、第１の電極１０２上に、補助配線１０１によって生じる段差を覆うように絶縁物１
０３が形成される。絶縁物１０３としては、無機材料（酸化シリコン、窒化シリコン、酸
化窒化シリコン等）、感光性又は非感光性の有機材料（ポリイミド、アクリル、ポリアミ
ド、ポリイミドアミド、レジスト又はベンゾシクロブテン）、シロキサン及びそれらの積
層構造を用いることができる。有機材料として、ポジ型感光性有機樹脂又はネガ型感光性
有機樹脂を用いることができる。
【００３７】
絶縁物１０３の作製方法は、スパッタリング法、プラズマＣＶＤ法、真空蒸着法など乾式
の成膜方法とスピンコート法、インクジェット法、スプレー塗布法、スクリーン印刷法な
どの湿式の成膜法があり、材料に応じて作製方法を選択できる。
【００３８】
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なお、絶縁物１０３は補助配線１０１によって生じる段差の上面と側面を覆ってもよい。
補助配線によって生じる段差の上面と側面を絶縁物で覆った例を図２（Ａ）乃至図２（Ｃ
）に示す。
【００３９】
図２（Ａ）は基板１００、補助配線１０１、第１の電極１０２および絶縁物１０３を有す
る構成の上面図、図２（Ｂ）は図２（Ａ）のａ－ｂ間の断面図、図２（Ｃ）は基板１００
、補助配線１０１、第１の電極１０２、絶縁物１０３、ＥＬ層１０４および第２の電極１
０５を有する構成の断面図を示している。
【００４０】
このように補助配線１０１によって生じる段差の上面と側面の両方を絶縁物１０３により
覆うことで、短絡を防ぐことができるほか、補助配線によって遮られてしまうため取り出
すことができない、補助配線の上面と第２の電極の間のＥＬ層が発する発光に消費される
電力を抑えた発光装置を提供することができる。
【００４１】
第１の電極１０２と絶縁物１０３上にはＥＬ層１０４が形成され、ＥＬ層１０４の上に第
２の電極１０５が形成される。ここで、第１の電極とＥＬ層と第２の電極からなるＥＬ素
子構造について、図４及び図５を用いて詳細に説明する。
【００４２】
第１の電極１０２が陽極である場合は、酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）や酸化インジウム
酸化スズ合金（Ｉｎ２Ｏ３―ＳｎＯ２；ＩＴＯ）などをスパッタ法や真空蒸着法などを用
いて形成して用いることができる。酸化インジウム酸化亜鉛合金（Ｉｎ２Ｏ３―ＺｎＯ）
を用いても良い。また、酸化亜鉛（ＺｎＯ）も適した材料であり、さらに可視光の透過率
や導電率を高めるためにガリウム（Ｇａ）を添加した酸化亜鉛（ＺｎＯ：Ｇａ）などを用
いることができる。これらの導電性金属酸化物膜は、通常スパッタにより成膜されるが、
ゾル－ゲル法などを応用して作製しても構わない。この他、金（Ａｕ）、白金（Ｐｔ）、
ニッケル（Ｎｉ）、タングステン（Ｗ）、クロム（Ｃｒ）、モリブデン（Ｍｏ）、鉄（Ｆ
ｅ）、コバルト（Ｃｏ）、銅（Ｃｕ）、パラジウム（Ｐｄ）、チタン（Ｔｉ）または金属
材料の窒化物（例えば、窒化チタン）等が挙げられる。なお、金属材料を用いる場合、必
要に応じて光を透過可能な程度に薄くすることができる。第１の電極１０２を陰極とする
場合には、アルミニウムなど仕事関数の低い材料の極薄膜を用いるか、そのような物質の
薄膜と透明導電膜との積層構造を用いることによって作製することができる。
【００４３】
ＥＬ層１０４の積層構造については特に限定されず、電子輸送性の高い物質を含む層また
は正孔輸送性の高い物質を含む層、電子注入性の高い物質を含む層、正孔注入性の高い物
質を含む層、バイポーラ性（電子及び正孔の輸送性の高い物質）の物質を含む層等を適宜
組み合わせて構成すればよい。例えば、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、
電子注入層等を適宜組み合わせて構成することができる。本実施の形態では、ＥＬ層１０
４は、正孔注入層７０１、正孔輸送層７０２、発光層７０３、電子輸送層７０４、電子注
入層７０５を有する構成について説明する（図４参照）。各層を構成する材料について以
下に具体的に示す。
【００４４】
　正孔注入層７０１は、陽極に接して設けられ、正孔注入性の高い物質を含む層である。
モリブデン酸化物やバナジウム酸化物、ルテニウム酸化物、タングステン酸化物、マンガ
ン酸化物等を用いることができる。この他、フタロシアニン（略称：Ｈ２Ｐｃ）や銅フタ
ロシアニン（略称：ＣｕＰＣ）等のフタロシアニン系の化合物、４，４’－ビス［Ｎ－（
４－ジフェニルアミノフェニル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル（略称：ＤＰＡＢ）
、Ｎ，Ｎ’－ビス［４－［ビス（３－メチルフェニル）アミノ］フェニル］－Ｎ，Ｎ’－
ジフェニル－［１，１’－ビフェニル］－４，４’－ジアミン（略称：ＤＮＴＰＤ）等の
芳香族アミン化合物、或いはポリ（エチレンジオキシチオフェン）／ポリ（スチレンスル
ホン酸）（ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ）等の高分子等によっても正孔注入層７０１を形成するこ
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とができる。
【００４５】
　また、正孔注入層７０１として、正孔輸送性の高い物質にアクセプター性物質を含有さ
せた複合材料を用いることができる。なお、正孔輸送性の高い物質にアクセプター性物質
を含有させたものを用いることにより、電極の仕事関数に依らず電極を形成する材料を選
ぶことができる。つまり、第１の電極１０２として仕事関数の大きい材料だけでなく、仕
事関数の小さい材料を用いることができる。アクセプター性物質としては、７，７，８，
８－テトラシアノ－２，３，５，６－テトラフルオロキノジメタン（略称：Ｆ４－ＴＣＮ
Ｑ）、クロラニル等を挙げることができる。また、遷移金属酸化物を挙げることができる
。また元素周期表における第４族乃至第８族に属する金属の酸化物を挙げることができる
。具体的には、酸化バナジウム、酸化ニオブ、酸化タンタル、酸化クロム、酸化モリブデ
ン、酸化タングステン、酸化マンガン、酸化レニウムは電子受容性が高いため好ましい。
中でも特に、酸化モリブデンは大気中でも安定であり、吸湿性が低く、扱いやすいため好
ましい。
【００４６】
　複合材料に用いる正孔輸送性の高い物質としては、芳香族アミン化合物、カルバゾール
誘導体、芳香族炭化水素、高分子化合物（オリゴマー、デンドリマー、ポリマー等）など
、種々の化合物を用いることができる。なお、複合材料に用いる有機化合物としては、正
孔輸送性の高い有機化合物であることが好ましい。具体的には、１０－６ｃｍ２／Ｖｓ以
上の正孔移動度を有する物質であることが好ましい。但し、電子よりも正孔の輸送性の高
い物質であれば、これら以外のものを用いてもよい。以下では、複合材料に用いることの
できる有機化合物を具体的に列挙する。
【００４７】
　例えば、芳香族アミン化合物としては、Ｎ，Ｎ’－ジ（ｐ－トリル）－Ｎ，Ｎ’－ジフ
ェニル－ｐ－フェニレンジアミン（略称：ＤＴＤＰＰＡ）、４，４’－ビス［Ｎ－（４－
ジフェニルアミノフェニル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル（略称：ＤＰＡＢ）、Ｎ
，Ｎ’－ビス［４－［ビス（３－メチルフェニル）アミノ］フェニル］－Ｎ，Ｎ’－ジフ
ェニル－［１，１’－ビフェニル］－４，４’－ジアミン（略称：ＤＮＴＰＤ）、１，３
，５－トリス［Ｎ－（４－ジフェニルアミノフェニル）－Ｎ－フェニルアミノ］ベンゼン
（略称：ＤＰＡ３Ｂ）等を挙げることができる。
【００４８】
　複合材料に用いることのできるカルバゾール誘導体としては、具体的には、３－［Ｎ－
（９－フェニルカルバゾール－３－イル）－Ｎ－フェニルアミノ］－９－フェニルカルバ
ゾール（略称：ＰＣｚＰＣＡ１）、３，６－ビス［Ｎ－（９－フェニルカルバゾール－３
－イル）－Ｎ－フェニルアミノ］－９－フェニルカルバゾール（略称：ＰＣｚＰＣＡ２）
、３－［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－（９－フェニルカルバゾール－３－イル）アミノ］
－９－フェニルカルバゾール（略称：ＰＣｚＰＣＮ１）等を挙げることができる。
【００４９】
　また、複合材料に用いることのできるカルバゾール誘導体としては、他に、４，４’－
ジ（Ｎ－カルバゾリル）ビフェニル（略称：ＣＢＰ）、１，３，５－トリス［４－（Ｎ－
カルバゾリル）フェニル］ベンゼン（略称：ＴＣＰＢ）、９－［４－（１０－フェニル－
９－アントリル）フェニル］－９Ｈ－カルバゾール（略称：ＣｚＰＡ）、１，４－ビス［
４－（Ｎ－カルバゾリル）フェニル］－２，３，５，６－テトラフェニルベンゼン等を用
いることができる。
【００５０】
　また、複合材料に用いることのできる芳香族炭化水素としては、例えば、２－ｔｅｒｔ
－ブチル－９，１０－ジ（２－ナフチル）アントラセン（略称：ｔ－ＢｕＤＮＡ）、２－
ｔｅｒｔ－ブチル－９，１０－ジ（１－ナフチル）アントラセン、９，１０－ビス（３，
５－ジフェニルフェニル）アントラセン（略称：ＤＰＰＡ）、２－ｔｅｒｔ－ブチル－９
，１０－ビス（４－フェニルフェニル）アントラセン（略称：ｔ－ＢｕＤＢＡ）、９，１
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０－ジ（２－ナフチル）アントラセン（略称：ＤＮＡ）、９，１０－ジフェニルアントラ
セン（略称：ＤＰＡｎｔｈ）、２－ｔｅｒｔ－ブチルアントラセン（略称：ｔ－ＢｕＡｎ
ｔｈ）、９，１０－ビス（４－メチル－１－ナフチル）アントラセン（略称：ＤＭＮＡ）
、２－ｔｅｒｔ－ブチル－９，１０－ビス［２－（１－ナフチル）フェニル］アントラセ
ン、９，１０－ビス［２－（１－ナフチル）フェニル］アントラセン、２，３，６，７－
テトラメチル－９，１０－ジ（１－ナフチル）アントラセン、２，３，６，７－テトラメ
チル－９，１０－ジ（２－ナフチル）アントラセン、９，９’－ビアントリル、１０，１
０’－ジフェニル－９，９’－ビアントリル、１０，１０’－ビス（２－フェニルフェニ
ル）－９，９’－ビアントリル、１０，１０’－ビス［（２，３，４，５，６－ペンタフ
ェニル）フェニル］－９，９’－ビアントリル、アントラセン、テトラセン、ルブレン、
ペリレン、２，５，８，１１－テトラ（ｔｅｒｔ－ブチル）ペリレン等が挙げられる。ま
た、この他、ペンタセン、コロネン等も用いることができる。このように、１×１０－６

ｃｍ２／Ｖｓ以上の正孔移動度を有し、炭素数１４～４２である芳香族炭化水素を用いる
ことがより好ましい。
【００５１】
　なお、複合材料に用いることのできる芳香族炭化水素は、ビニル骨格を有していてもよ
い。ビニル基を有している芳香族炭化水素としては、例えば、４，４’－ビス（２，２－
ジフェニルビニル）ビフェニル（略称：ＤＰＶＢｉ）、９，１０－ビス［４－（２，２－
ジフェニルビニル）フェニル］アントラセン（略称：ＤＰＶＰＡ）等が挙げられる。
【００５２】
　また、ポリ（Ｎ－ビニルカルバゾール）（略称：ＰＶＫ）やポリ（４－ビニルトリフェ
ニルアミン）（略称：ＰＶＴＰＡ）、ポリ［Ｎ－（４－｛Ｎ’－［４－（４－ジフェニル
アミノ）フェニル］フェニル－Ｎ’－フェニルアミノ｝フェニル）メタクリルアミド］（
略称：ＰＴＰＤＭＡ）ポリ［Ｎ，Ｎ’－ビス（４－ブチルフェニル）－Ｎ，Ｎ’－ビス（
フェニル）ベンジジン］（略称：Ｐｏｌｙ－ＴＰＤ）等の高分子化合物を用いることもで
きる。
【００５３】
　正孔輸送層７０２は、正孔輸送性の高い物質を含む層である。正孔輸送性の高い物質と
しては、例えば、４，４’－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェ
ニル（略称：ＮＰＢ）やＮ，Ｎ’－ビス（３－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ’－ジフェニル
－［１，１’－ビフェニル］－４，４’－ジアミン（略称：ＴＰＤ）、４，４’，４’’
－トリス（Ｎ，Ｎ－ジフェニルアミノ）トリフェニルアミン（略称：ＴＤＡＴＡ）、４，
４’，４’’－トリス［Ｎ－（３－メチルフェニル）－Ｎ－フェニルアミノ］トリフェニ
ルアミン（略称：ＭＴＤＡＴＡ）、４，４’－ビス［Ｎ－（スピロ－９，９’－ビフルオ
レン－２－イル）－Ｎ―フェニルアミノ］ビフェニル（略称：ＢＳＰＢ）などの芳香族ア
ミン化合物等を用いることができる。ここに述べた物質は、主に１０－６ｃｍ２／Ｖｓ以
上の正孔移動度を有する物質である。但し、電子よりも正孔の輸送性の高い物質であれば
、これら以外のものを用いてもよい。なお、正孔輸送性の高い物質を含む層は、単層のも
のだけでなく、上記物質からなる層が二層以上積層したものとしてもよい。
【００５４】
　また、正孔輸送層７０２として、ポリ（Ｎ－ビニルカルバゾール）（略称：ＰＶＫ）や
ポリ（４－ビニルトリフェニルアミン）（略称：ＰＶＴＰＡ）等の高分子化合物を用いる
こともできる。
【００５５】
　発光層７０３は、発光性の物質を含む層である。発光層７０３の種類としては、発光中
心物質を主成分とするいわゆる単膜の発光層であっても、ホスト材料中に発光中心材料を
分散するいわゆるホスト－ゲスト型の発光層であってもどちらでも構わない。
【００５６】
　用いられる発光中心材料に制限は無く、公知の蛍光又は燐光を発する材料を用いること
ができる。蛍光発光性材料としては、例えばＮ，Ｎ’－ビス［４－（９Ｈ－カルバゾール
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－９－イル）フェニル］－Ｎ，Ｎ’－ジフェニルスチルベン－４，４’－ジアミン（略称
：ＹＧＡ２Ｓ）、４－（９Ｈ－カルバゾール－９－イル）－４’－（１０－フェニル－９
－アントリル）トリフェニルアミン（略称：ＹＧＡＰＡ）、等の他、発光波長が４５０ｎ
ｍ以上の４－（９Ｈ－カルバゾール－９－イル）－４’－（９，１０－ジフェニル－２－
アントリル）トリフェニルアミン（略称：２ＹＧＡＰＰＡ）、Ｎ，９－ジフェニル－Ｎ－
［４－（１０－フェニル－９－アントリル）フェニル］－９Ｈ－カルバゾール－３－アミ
ン（略称：ＰＣＡＰＡ）、ペリレン、２，５，８，１１－テトラ－ｔｅｒｔ－ブチルペリ
レン（略称：ＴＢＰ）、４－（１０－フェニル－９－アントリル）－４’－（９－フェニ
ル－９Ｈ－カルバゾール－３－イル）トリフェニルアミン（略称：ＰＣＢＡＰＡ）、Ｎ，
Ｎ’’－（２－ｔｅｒｔ－ブチルアントラセン－９，１０－ジイルジ－４，１－フェニレ
ン）ビス［Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－トリフェニル－１，４－フェニレンジアミン］（略称：ＤＰ
ＡＢＰＡ）、Ｎ，９－ジフェニル－Ｎ－［４－（９，１０－ジフェニル－２－アントリル
）フェニル］－９Ｈ－カルバゾール－３－アミン（略称：２ＰＣＡＰＰＡ）、Ｎ－［４－
（９，１０－ジフェニル－２－アントリル）フェニル］－Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－トリフェニル
－１，４－フェニレンジアミン（略称：２ＤＰＡＰＰＡ）、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’，Ｎ’’
，Ｎ’’，Ｎ’’’，Ｎ’’’－オクタフェニルジベンゾ［ｇ，ｐ］クリセン－２，７，
１０，１５－テトラアミン（略称：ＤＢＣ１）、クマリン３０、Ｎ－（９，１０－ジフェ
ニル－２－アントリル）－Ｎ，９－ジフェニル－９Ｈ－カルバゾール－３－アミン（略称
：２ＰＣＡＰＡ）、Ｎ－［９，１０－ビス（１，１’－ビフェニル－２－イル）－２－ア
ントリル］－Ｎ，９－ジフェニル－９Ｈ－カルバゾール－３－アミン（略称：２ＰＣＡＢ
ＰｈＡ）、Ｎ－（９，１０－ジフェニル－２－アントリル）－Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－トリフェ
ニル－１，４－フェニレンジアミン（略称：２ＤＰＡＰＡ）、Ｎ－［９，１０－ビス（１
，１’－ビフェニル－２－イル）－２－アントリル］－Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－トリフェニル－
１，４－フェニレンジアミン（略称：２ＤＰＡＢＰｈＡ）、９，１０－ビス（１，１’－
ビフェニル－２－イル）－Ｎ－［４－（９Ｈ－カルバゾール－９－イル）フェニル］－Ｎ
－フェニルアントラセン－２－アミン（略称：２ＹＧＡＢＰｈＡ）、Ｎ，Ｎ，９－トリフ
ェニルアントラセン－９－アミン（略称：ＤＰｈＡＰｈＡ）、クマリン５４５Ｔ、Ｎ，Ｎ
’－ジフェニルキナクリドン、（略称：ＤＰＱｄ）、ルブレン、５，１２－ビス（１，１
’－ビフェニル－４－イル）－６，１１－ジフェニルテトラセン（略称：ＢＰＴ）、２－
（２－｛２－［４－（ジメチルアミノ）フェニル］エテニル｝－６－メチル－４Ｈ－ピラ
ン－４－イリデン）プロパンジニトリル（略称：ＤＣＭ１）、２－｛２－メチル－６－［
２－（２，３，６，７－テトラヒドロ－１Ｈ，５Ｈ－ベンゾ［ｉｊ］キノリジン－９－イ
ル）エテニル］－４Ｈ－ピラン－４－イリデン｝プロパンジニトリル（略称：ＤＣＭ２）
、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラキス（４－メチルフェニル）テトラセン－５，１１－ジア
ミン（略称：ｐ－ｍＰｈＴＤ）、７，１４－ジフェニル－Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラキ
ス（４－メチルフェニル）アセナフト［１，２－ａ］フルオランテン－３，１０－ジアミ
ン（略称：ｐ－ｍＰｈＡＦＤ）、２－｛２－イソプロピル－６－［２－（１，１，７，７
－テトラメチル－２，３，６，７－テトラヒドロ－１Ｈ，５Ｈ－ベンゾ［ｉｊ］キノリジ
ン－９－イル）エテニル］－４Ｈ－ピラン－４－イリデン｝プロパンジニトリル（略称：
ＤＣＪＴＩ）、２－｛２－ｔｅｒｔ－ブチル－６－［２－（１，１，７，７－テトラメチ
ル－２，３，６，７－テトラヒドロ－１Ｈ，５Ｈ－ベンゾ［ｉｊ］キノリジン－９－イル
）エテニル］－４Ｈ－ピラン－４－イリデン｝プロパンジニトリル（略称：ＤＣＪＴＢ）
、２－（２，６－ビス｛２－［４－（ジメチルアミノ）フェニル］エテニル｝－４Ｈ－ピ
ラン－４－イリデン）プロパンジニトリル（略称：ＢｉｓＤＣＭ）、２－｛２，６－ビス
［２－（８－メトキシ－１，１，７，７－テトラメチル－２，３，６，７－テトラヒドロ
－１Ｈ，５Ｈ－ベンゾ［ｉｊ］キノリジン－９－イル）エテニル］－４Ｈ－ピラン－４－
イリデン｝プロパンジニトリル（略称：ＢｉｓＤＣＪＴＭ）などが挙げられる。燐光発光
性材料としては、例えば、ビス［２－（４’，６’－ジフルオロフェニル）ピリジナト－
Ｎ，Ｃ２’］イリジウム（ＩＩＩ）テトラキス（１－ピラゾリル）ボラート（略称：ＦＩ
ｒ６）、の他、発光波長が４７０ｎｍ～５００ｎｍの範囲にある、ビス［２－（４’，６
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’－ジフルオロフェニル）ピリジナト－Ｎ，Ｃ２’］イリジウム（ＩＩＩ）ピコリナート
（略称：ＦＩｒｐｉｃ）、ビス［２－（３’，５’－ビストリフルオロメチルフェニル）
ピリジナト－Ｎ，Ｃ２’］イリジウム（ＩＩＩ）ピコリナート（略称：Ｉｒ（ＣＦ３ｐｐ
ｙ）２（ｐｉｃ））、ビス［２－（４’，６’－ジフルオロフェニル）ピリジナト－Ｎ，
Ｃ２’］イリジウム（ＩＩＩ）アセチルアセトナート（略称：ＦＩｒａｃａｃ）、発光波
長が５００ｎｍ（緑色発光）以上のトリス（２－フェニルピリジナト）イリジウム（ＩＩ
Ｉ）（略称：Ｉｒ（ｐｐｙ）３）、ビス（２－フェニルピリジナト）イリジウム（ＩＩＩ
）アセチルアセトナート（略称：Ｉｒ（ｐｐｙ）２（ａｃａｃ））、トリス（アセチルア
セトナト）（モノフェナントロリン）テルビウム（ＩＩＩ）（略称：Ｔｂ（ａｃａｃ）３

（Ｐｈｅｎ））、ビス（ベンゾ［ｈ］キノリナト）イリジウム（ＩＩＩ）アセチルアセト
ナート（略称：Ｉｒ（ｂｚｑ）２（ａｃａｃ））、ビス（２，４－ジフェニル－１，３－
オキサゾラト－Ｎ，Ｃ２’）イリジウム（ＩＩＩ）アセチルアセトナート（略称：Ｉｒ（
ｄｐｏ）２（ａｃａｃ））、ビス［２－（４’－パーフルオロフェニルフェニル）ピリジ
ナト］イリジウム（ＩＩＩ）アセチルアセトナート（略称：Ｉｒ（ｐ－ＰＦ－ｐｈ）２（
ａｃａｃ））、ビス（２－フェニルベンゾチアゾラト－Ｎ，Ｃ２’）イリジウム（ＩＩＩ
）アセチルアセトナート（略称：Ｉｒ（ｂｔ）２（ａｃａｃ））、ビス［２－（２’－ベ
ンゾ［４，５－α］チエニル）ピリジナト－Ｎ，Ｃ３’］イリジウム（ＩＩＩ）アセチル
アセトナート（略称：Ｉｒ（ｂｔｐ）２（ａｃａｃ））、ビス（１－フェニルイソキノリ
ナト－Ｎ，Ｃ２’）イリジウム（ＩＩＩ）アセチルアセトナート（略称：Ｉｒ（ｐｉｑ）

２（ａｃａｃ））、（アセチルアセトナト）ビス［２，３－ビス（４－フルオロフェニル
）キノキサリナト］イリジウム（ＩＩＩ）（略称：Ｉｒ（Ｆｄｐｑ）２（ａｃａｃ））、
（アセチルアセトナト）ビス（２，３，５－トリフェニルピラジナト）イリジウム（ＩＩ
Ｉ）（略称：Ｉｒ（ｔｐｐｒ）２（ａｃａｃ））、２，３，７，８，１２，１３，１７，
１８－オクタエチル－２１Ｈ，２３Ｈ－ポルフィリン白金（ＩＩ）（略称：ＰｔＯＥＰ）
、トリス（１，３－ジフェニル－１，３－プロパンジオナト）（モノフェナントロリン）
ユーロピウム（ＩＩＩ）（略称：Ｅｕ（ＤＢＭ）３（Ｐｈｅｎ））、トリス［１－（２－
テノイル）－３，３，３－トリフルオロアセトナト］（モノフェナントロリン）ユーロピ
ウム（ＩＩＩ）（略称：Ｅｕ（ＴＴＡ）３（Ｐｈｅｎ））等が挙げられる。以上のような
材料又は他の公知の材料の中から、各々の発光素子における発光色を考慮し選択すれば良
い。
【００５７】
　ホスト材料を用いる場合は、例えばトリス（８－キノリノラト）アルミニウム（ＩＩＩ
）（略称：Ａｌｑ）、トリス（４－メチル－８－キノリノラト）アルミニウム（ＩＩＩ）
（略称：Ａｌｍｑ３）、ビス（１０－ヒドロキシベンゾ［ｈ］キノリナト）ベリリウム（
ＩＩ）（略称：ＢｅＢｑ２）、ビス（２－メチル－８－キノリノラト）（４－フェニルフ
ェノラト）アルミニウム（ＩＩＩ）（略称：ＢＡｌｑ）、ビス（８－キノリノラト）亜鉛
（ＩＩ）（略称：Ｚｎｑ）、ビス［２－（２－ベンゾオキサゾリル）フェノラト］亜鉛（
ＩＩ）（略称：ＺｎＰＢＯ）、ビス［２－（２－ベンゾチアゾリル）フェノラト］亜鉛（
ＩＩ）（略称：ＺｎＢＴＺ）などの金属錯体、２－（４－ビフェニリル）－５－（４－ｔ
ｅｒｔ－ブチルフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール（略称：ＰＢＤ）、１，３－
ビス［５－（ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール－２－イ
ル］ベンゼン（略称：ＯＸＤ－７）、３－（４－ビフェニリル）－４－フェニル－５－（
４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－１，２，４－トリアゾール（略称：ＴＡＺ）、２，２
’，２’’－（１，３，５－ベンゼントリイル）トリス（１－フェニル－１Ｈ－ベンゾイ
ミダゾール）（略称：ＴＰＢＩ）、バソフェナントロリン（略称：ＢＰｈｅｎ）、バソキ
ュプロイン（略称：ＢＣＰ）、９－［４－（５－フェニル－１，３，４－オキサジアゾー
ル－２－イル）フェニル］－９Ｈ－カルバゾール（略称：ＣＯ１１）などの複素環化合物
、ＮＰＢ（またはα－ＮＰＤ）、ＴＰＤ、ＢＳＰＢなどの芳香族アミン化合物が挙げられ
る。また、アントラセン誘導体、フェナントレン誘導体、ピレン誘導体、クリセン誘導体
、ジベンゾ［ｇ，ｐ］クリセン誘導体等の縮合多環芳香族化合物が挙げられ、具体的には
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、９，１０－ジフェニルアントラセン（略称：ＤＰＡｎｔｈ）、Ｎ，Ｎ－ジフェニル－９
－［４－（１０－フェニル－９－アントリル）フェニル］－９Ｈ－カルバゾール－３－ア
ミン（略称：ＣｚＡ１ＰＡ）、４－（１０－フェニル－９－アントリル）トリフェニルア
ミン（略称：ＤＰｈＰＡ）、４－（９Ｈ－カルバゾール－９－イル）－４’－（１０－フ
ェニル－９－アントリル）トリフェニルアミン（略称：ＹＧＡＰＡ）、Ｎ，９－ジフェニ
ル－Ｎ－［４－（１０－フェニル－９－アントリル）フェニル］－９Ｈ－カルバゾール－
３－アミン（略称：ＰＣＡＰＡ）、Ｎ，９－ジフェニル－Ｎ－｛４－［４－（１０－フェ
ニル－９－アントリル）フェニル］フェニル｝－９Ｈ－カルバゾール－３－アミン（略称
：ＰＣＡＰＢＡ）、Ｎ，９－ジフェニル－Ｎ－（９，１０－ジフェニル－２－アントリル
）－９Ｈ－カルバゾール－３－アミン（略称：２ＰＣＡＰＡ）、６，１２－ジメトキシ－
５，１１－ジフェニルクリセン、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’，Ｎ’’，Ｎ’’，Ｎ’’’，Ｎ’
’’－オクタフェニルジベンゾ［ｇ，ｐ］クリセン－２，７，１０，１５－テトラアミン
（略称：ＤＢＣ１）、９－［４－（１０－フェニル－９－アントリル）フェニル］－９Ｈ
－カルバゾール（略称：ＣｚＰＡ）、３，６－ジフェニル－９－［４－（１０－フェニル
－９－アントリル）フェニル］－９Ｈ－カルバゾール（略称：ＤＰＣｚＰＡ）、９，１０
－ビス（３，５－ジフェニルフェニル）アントラセン（略称：ＤＰＰＡ）、９，１０－ジ
（２－ナフチル）アントラセン（略称：ＤＮＡ）、２－ｔｅｒｔ－ブチル－９，１０－ジ
（２－ナフチル）アントラセン（略称：ｔ－ＢｕＤＮＡ）、９，９’－ビアントリル（略
称：ＢＡＮＴ）、９，９’－（スチルベン－３，３’－ジイル）ジフェナントレン（略称
：ＤＰＮＳ）、９，９’－（スチルベン－４，４’－ジイル）ジフェナントレン（略称：
ＤＰＮＳ２）、３，３’，３’’－（ベンゼン－１，３，５－トリイル）トリピレン（略
称：ＴＰＢ３）などを挙げることができる。これら及び公知の物質の中から、各々が分散
する発光中心物質のエネルギーギャップ（燐光発光の場合は三重項エネルギー）より大き
なエネルギーギャップ（三重項エネルギー）を有する物質を有し、且つ各々の層が有すべ
き輸送性に合致した輸送性を示す物質を選択すればよい。
【００５８】
　電子輸送層７０４は、電子輸送性の高い物質を含む層である。例えば、トリス（８－キ
ノリノラト）アルミニウム（略称：Ａｌｑ）、トリス（４－メチル－８－キノリノラト）
アルミニウム（略称：Ａｌｍｑ３）、ビス（１０－ヒドロキシベンゾ［ｈ］キノリナト）
ベリリウム（略称：ＢｅＢｑ２）、ビス（２－メチル－８－キノリノラト）（４－フェニ
ルフェノラト）アルミニウム（略称：ＢＡｌｑ）など、キノリン骨格またはベンゾキノリ
ン骨格を有する金属錯体等からなる層である。また、この他ビス［２－（２－ヒドロキシ
フェニル）ベンズオキサゾラト］亜鉛（略称：Ｚｎ（ＢＯＸ）２）、ビス［２－（２－ヒ
ドロキシフェニル）ベンゾチアゾラト］亜鉛（略称：Ｚｎ（ＢＴＺ）２）などのオキサゾ
ール系、チアゾール系配位子を有する金属錯体なども用いることができる。さらに、金属
錯体以外にも、２－（４－ビフェニリル）－５－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－１
，３，４－オキサジアゾール（略称：ＰＢＤ）や、１，３－ビス［５－（ｐ－ｔｅｒｔ－
ブチルフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール－２－イル］ベンゼン（略称：ＯＸＤ
－７）、３－（４－ビフェニリル）－４－フェニル－５－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニ
ル）－１，２，４－トリアゾール（略称：ＴＡＺ）、バソフェナントロリン（略称：ＢＰ
ｈｅｎ）、バソキュプロイン（略称：ＢＣＰ）なども用いることができる。ここに述べた
物質は、主に１０－６ｃｍ２／Ｖｓ以上の電子移動度を有する物質である。なお、正孔よ
りも電子の輸送性の高い物質であれば、上記以外の物質を電子輸送層７０４として用いて
も構わない。
【００５９】
　また、電子輸送層７０４は、単層のものだけでなく、上記物質からなる層が二層以上積
層したものとしてもよい。
【００６０】
　また、電子輸送層７０４と発光層７０３との間に電子キャリアの移動を制御する層を設
けても良い。これは上述したような電子輸送性の高い材料に、電子トラップ性の高い物質
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を少量添加した層であって、電子キャリアの移動を抑制することによって、キャリアバラ
ンスを調節することが可能となる。このような構成は、発光層７０３を電子が突き抜けて
しまうことにより発生する問題（例えば素子寿命の低下）の抑制に大きな効果を発揮する
。
【００６１】
　電子注入層７０５としては、フッ化リチウム（ＬｉＦ）、フッ化セシウム（ＣｓＦ）、
フッ化カルシウム（ＣａＦ２）等のようなアルカリ金属又はアルカリ土類金属又はそれら
の化合物を用いることができる。例えば、電子輸送性を有する物質からなる層中にアルカ
リ金属又はアルカリ土類金属又はそれらの化合物を含有させたもの、例えばＡｌｑ中にマ
グネシウム（Ｍｇ）を含有させたもの等を用いることができる。なお、電子注入層７０５
として、電子輸送性を有する物質からなる層中にアルカリ金属又はアルカリ土類金属を含
有させたものを用いた構成は、第２の電極１０５からの電子注入が効率良く行われるため
、より好ましい構成である。
【００６２】
　第２の電極１０５を形成する物質としては、第２の電極１０５を陰極として用いる場合
には、仕事関数の小さい（具体的には３．８ｅＶ以下）金属、合金、電気伝導性化合物、
およびこれらの混合物などを用いることができる。このような陰極材料の具体例としては
、元素周期表の第１族または第２族に属する元素、すなわちリチウム（Ｌｉ）やセシウム
（Ｃｓ）等のアルカリ金属、およびマグネシウム（Ｍｇ）、カルシウム（Ｃａ）、ストロ
ンチウム（Ｓｒ）等のアルカリ土類金属、およびこれらを含む合金（ＭｇＡｇ、ＡｌＬｉ
）、ユウロピウム（Ｅｕ）、イッテルビウム（Ｙｂ）等の希土類金属およびこれらを含む
合金等が挙げられる。しかしながら、陰極と電子輸送層７０４との間に、電子注入層７０
５を設けることにより、仕事関数の大小に関わらず、Ａｌ、Ａｇ、ＩＴＯ、ケイ素若しく
は酸化ケイ素を含有した酸化インジウム－酸化スズ等様々な導電性材料を陰極として用い
ることができる。これら導電性材料は、スパッタリング法や真空蒸着法等を用いて成膜す
ることが可能である。
【００６３】
　また、第２の電極１０５を陽極として用いる場合には、仕事関数の大きい（具体的には
４．０ｅＶ以上）金属、合金、導電性化合物、およびこれらの混合物などを用いることが
好ましい。具体的には、例えば、酸化インジウム－酸化スズ（ＩＴＯ：Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔ
ｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）、ケイ素若しくは酸化ケイ素を含有した酸化インジウム－酸化スズ、
酸化インジウム－酸化亜鉛（ＩＺＯ：Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、酸化タン
グステン及び酸化亜鉛を含有した酸化インジウム（ＩＷＺＯ）等が挙げられる。これらの
導電性金属酸化物膜は、通常スパッタにより成膜されるが、ゾル－ゲル法などを応用して
作製しても構わない。例えば、酸化インジウム－酸化亜鉛（ＩＺＯ）は、酸化インジウム
に対し１～２０ｗｔ％の酸化亜鉛を加えたターゲットを用いてスパッタリング法により形
成することができる。また、酸化タングステン及び酸化亜鉛を含有した酸化インジウム（
ＩＷＺＯ）は、酸化インジウムに対し酸化タングステンを０．５～５ｗｔ％、酸化亜鉛を
０．１～１ｗｔ％含有したターゲットを用いてスパッタリング法により形成することがで
きる。この他、金（Ａｕ）、白金（Ｐｔ）、ニッケル（Ｎｉ）、タングステン（Ｗ）、ク
ロム（Ｃｒ）、モリブデン（Ｍｏ）、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、銅（Ｃｕ）、パラ
ジウム（Ｐｄ）、または金属材料の窒化物（例えば、窒化チタン）等が挙げられる。また
、上述の複合材料を陽極に接して設けることによって、仕事関数の高低にかかわらず電極
の材料を選択することができる。
【００６４】
　なお、上述のＥＬ層１０４は図５のように第１の電極１０２と第２の電極１０５との間
に複数積層されていても良い。この場合、積層された第１のＥＬ層８００と第２のＥＬ層
８０１との間には、電荷発生層８０３を設けることが好ましい。電荷発生層８０３は上述
の複合材料で形成することができる。また、電荷発生層８０３は複合材料からなる層と他
の材料からなる層との積層構造でもよい。この場合、他の材料からなる層としては、電子
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供与性物質と電子輸送性の高い物質とを含む層や、透明導電膜からなる層などを用いるこ
とができる。このような構成を有する発光素子は、エネルギーの移動や消光などの問題が
起こり難く、材料の選択の幅が広がることで高い発光効率と長い寿命とを併せ持つ発光素
子とすることが容易である。また、一方のＥＬ層で燐光発光、他方で蛍光発光を得ること
も容易である。この構造は上述のＥＬ層の構造と組み合わせて用いることができる。
【００６５】
　特に図５の構成は白色の発光を得る場合に好ましく、図４の構成と組み合わせることに
よって高品位の照明装置を作製することができる。
【００６６】
本実施の形態を用いると、補助配線によって生じる段差を絶縁物で覆うことができ、ＥＬ
層での短絡を防止できることを図６（Ａ）乃至図６（Ｃ）を用いて説明する。
【００６７】
図６（Ａ）は基板１００上に補助配線１０１および第１の電極１０２を形成した構造を示
している。第１の電極１０２は補助配線１０１の側面部において薄くなる。
【００６８】
さらに絶縁物を形成することなくＥＬ層１０４および第２の電極１０５を形成した構造を
図６（Ｂ）に示す。ＥＬ層１０４は第１の電極１０２の側面部において薄くなるため第１
の電極１０２と第２の電極１０５との間で短絡しやすくなることがわかる。
【００６９】
続いて、第１の電極１０２を形成後、絶縁物１０３を形成し、第１の電極１０２と絶縁物
１０３の上にＥＬ層１０４を形成し、さらにＥＬ層１０４の上に第２の電極１０５を形成
した構造を図６（Ｃ）に示す。第１の電極１０２において、補助配線１０１によって生じ
た段差は絶縁物１０３で覆われているため、補助配線によって生じた段差部分では導通は
ない。これにより、段差の側面部における第１の電極１０２と第２の電極１０５間の短絡
は防止できる。
【００７０】
本実施の形態に記載の発光装置では、補助配線によって生じる段差に起因した電極間の短
絡を防止することができ、補助配線を設けることによって均一な発光を得ることができる
ので、信頼性の高い発光装置を提供することができる。また、補助配線を用いることで第
１の電極の抵抗が比較的大きいことに起因する電圧降下を抑制することができるため、Ｅ
Ｌ発光輝度のばらつきの少ない発光装置を安価に提供することができる。
【００７１】
本実施の形態では、基板上に補助配線を形成し、補助配線の上に第１の電極を形成した構
造を示している。この構造では、補助配線の下は基板であるため、補助配線をエッチング
する際、下地への影響は考慮せずとも良い。また、補助配線のエッチング後に第１の電極
を形成するため、補助配線をエッチングすることによる第１の電極への影響は無い。一方
、基板上に第１の電極を形成し、第１の電極の上に補助配線を形成した構造では、第１の
電極が非常に薄い場合には、補助配線のエッチング工程によって第１の電極が消失してし
まう可能性がある。つまり、本発明の構造を用いることで、補助配線エッチング時のばら
つきの影響を低減することができ、信頼性の高い発光装置を提供することができる。
【００７２】
本実施の形態の発光装置では、高抵抗な透明導電膜を使用することができるため、第１の
電極を導電性高分子で形成することができる。これにより、生産性の高い発光装置を提供
することができる。
【００７３】
また、本実施の形態に記載の発光装置では、補助配線のエッチングによる第１の電極への
影響が無いため、第１の電極を非常に薄く、例えば１０ｎｍ以下とすることができる。こ
れにより、第１の電極での光損失の少ない高品位な発光装置を提供することができる。
【００７４】
なお、本実施の形態は、本明細書で示す他の実施の形態と適宜組み合わせることができる
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。
【００７５】
（実施の形態２）
本実施の形態では、補助配線が第１の電極の上にあり、補助配線によって生じる段差を絶
縁物で覆った構成を適用した発光装置について図７を用いて説明する。
【００７６】
本実施の形態で説明する発光装置は、基板１００の上に第１の電極１０２を有し、第１の
電極１０２の上に補助配線１０１を有する。また、補助配線１０１によって生じる段差を
覆う絶縁物１０３を有する。さらに、補助配線１０１と第１の電極１０２と絶縁物１０３
を覆うＥＬ層１０４を有し、ＥＬ層１０４の上に第２の電極１０５を有する。
【００７７】
本実施の形態で示す構造物には、実施の形態１の内容を適用できるため、各構造物に関す
る詳細説明においては繰り返しとなる内容を省略する。
【００７８】
本実施の形態を用いた構造では、補助配線１０１によって生じる段差は絶縁物１０３によ
って覆われるため、補助配線によって生じる段差部分での第２の電極との導通はない。こ
れにより、補助配線の側面における第２の電極と補助配線間での短絡は防止できる。
【００７９】
なお、絶縁物１０３は図８に示すように、補助配線１０１によって生じる段差の上面と側
面を覆ってもよい。このように補助配線によって生じる段差の上面と側面の両方を覆うこ
とで、補助配線の上面で発生する無効電力を抑えた発光装置を提供することができる。
【００８０】
本発明を用いることで、補助配線によって生じる段差に起因した電極と補助配線間での短
絡を防止することができ、信頼性の高い発光装置を提供することができる。
【００８１】
なお、本実施の形態は、本明細書で示す他の実施の形態と適宜組み合わせることができる
。
【００８２】
（実施の形態３）
本実施の形態では、実施の形態１および２の絶縁物を湿式法で作製した発光装置について
図９（Ａ）または図９（Ｂ）を用いて説明する。
【００８３】
図９（Ａ）は実施の形態１に示した発光装置であり、基板１００上に補助配線１０１を形
成し、基板１００と補助配線１０１を覆う第１の電極１０２を形成し、第１の電極１０２
上に補助配線１０１によって生じた段差を覆う絶縁物１０３を形成した構造を示す。特に
図９（Ａ）は、補助配線１０１の端部が基板に対して垂直である。図９（Ｂ）は実施の形
態２に示した発光装置であり、基板１００上に第１の電極１０２を形成し、第１の電極１
０２上に補助配線１０１を形成し、補助配線１０１の上面と側面を覆って絶縁物１０３を
形成した構造を示す。特に図９（Ｂ）は、補助配線１０１の端部が逆テーパー型になって
いる。
【００８４】
湿式法は、液体状の材料を基板表面に塗布する方法であり、塗布液と基板表面の濡れ性に
よって、基板表面の構造物の上面および側面に成膜可能である。つまり、湿式法を用いる
ことで、切り立った斜面や逆テーパー型になった斜面を良好に覆うことができる。湿式法
としては、スピンコート法、ロールコート法、スプレー法、キャスト法、ディップ法、液
滴吐出（噴出）法、（インクジェット法）、ディスペンサ法、各種印刷法（スクリーン（
孔版）印刷、オフセット（平版）印刷、凸版印刷やグラビア（凹版）印刷など所望のパタ
ーンを形成する方法）などを用いることができる。
【００８５】
なお、湿式法で形成する絶縁物の材料としては樹脂を含んでいることが望ましい。樹脂を



(16) JP 2012-9420 A 2012.1.12

10

20

30

40

50

含む絶縁物の材料としては、感光性又は非感光性の有機材料（　ポリイミド、アクリル、
ポリアミド、ポリイミドアミド、レジスト又はベンゾシクロブテン）、シロキサン樹脂等
を用いることができる。特に、ポジ型感光性有機樹脂を用いることで、簡便に補助配線に
よってできる段差を覆うことができる。
【００８６】
本実施の形態に記載の構成を用いることで、補助配線を設けることによって均一な発光を
得ることができる発光装置において、補助配線によって生じる段差を良好に覆うことがで
き、短絡を防止することができるため、信頼性の高い発光装置を提供することができる。
また、絶縁物として有機物を含む材料を用いることで、補助配線によってできる段差を簡
便に覆うことができるため、生産性の高い発光装置を提供することができる。
【００８７】
なお、本実施の形態は、本明細書で示す他の実施の形態と適宜組み合わせることができる
。
（実施の形態４）
本実施の形態では、本発明の一態様により形成された発光装置を用いた照明装置について
図１０（Ａ）及び図１０（Ｂ）を用いて説明する。
【００８８】
図１０（Ａ）は照明装置（卓上照明装置）であり、照明部７５０１、傘７５０２、可変ア
ーム７５０３、支柱７５０４、台７５０５、電源スイッチ７５０６を含む。なお、照明装
置は、本発明の一態様により形成される発光装置を照明部７５０１に用いることにより作
製される。なお、照明装置には、図１０（Ａ）に示す卓上照明装置の他、天井固定型の照
明装置（天井固定型照明装置）または壁掛け型の照明装置（壁掛け型照明装置）なども含
まれる。
【００８９】
なお、本発明の一態様を適用して形成される発光装置は、補助配線由来の段差による不良
の発生が低減されているため、照明装置（卓上照明装置）の照明部７５０１に用いること
で、信頼性の高い照明装置（卓上照明装置）を提供することができる。また、歩留まり良
く照明装置を作製することができるため、安価に照明装置を提供することができる。
【００９０】
図１０（Ｂ）は、本発明の一態様を適用して形成される発光装置を、室内照明装置として
用いた例である。本発明の一態様の発光装置は大面積化に有利であるため、天井固定型照
明装置３００１に示すように大面積の照明装置として用いることができる。その他、壁掛
け型照明装置３００２として用いることもできる。なお、本発明の一態様を適用して形成
される発光装置は、補助配線由来の段差による不良の発生が低減されているため、信頼性
の高い照明装置を提供することができる。また、歩留まり良く照明装置を作製することが
できるため、安価に当該照明装置を提供することができる。なお、図１０（Ｂ）に示すよ
うに、室内照明装置を備えた部屋で、図１０（Ａ）で説明した卓上照明装置３０００を併
用してもよい。
【符号の説明】
【００９１】
１００　　基板
１０１　　補助配線
１０２　　第１の電極
１０３　　絶縁物
１０４　　ＥＬ層
１０５　　第２の電極
７０１　　正孔注入層
７０２　　正孔輸送層
７０３　　発光層
７０４　　電子輸送層
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７０５　　電子注入層
８００　　第１のＥＬ層
８０１　　第２のＥＬ層
８０３　　電荷発生層
３０００　卓上照明装置
３００１　天井固定型照明装置
３００２　壁掛け型照明装置
７５０１　照明部
７５０２　傘
７５０３　可変アーム
７５０４　支柱
７５０５　台
７５０６　電源スイッチ
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